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Abstract (en)
[origin: WO8705443A1] A process for forming n- and p-wells (90, 88) in a semiconductor substrate (76) wherein each well (88, 90) has a shallow,
highly-doped surface layer (92, 96) whose depth may be independently controlled. This high/low doping profile for a twin well CMOS process
may be produced using only one mask level. The method provides high/low impurity profiles in each well (88, 90) to optimize the NMOS and
PMOS active transistors; provides close NMOS to PMOS transistor spacing; avoids a channel-stop mask level and avoids a threshold adjustment/
punchthrough mask level.

Abstract (fr)
Procédé de formation de puits de type n et p (90, 88) dans un substrat semiconducteur (76), chaque puits (88, 90) possédant une couche
superficielle peu profonde fortement dopée (92, 96) dont la profondeur peut être commandée indépendamment. Ce profil de dopage élevé/faible
pour un procédé CMOS à deux puits peut être produit en utilisant uniquement un niveau de masque. Le procédé permet d'obtenir des profils
d'impuretés élevés/faibles dans chaque puits (88, 90) pour optimiser les transistors actifs NMOS et PMOS, permet d'obtenir un espacement serré
entre les transistors NMOS et PMOS, d'éviter un niveau de masque arrêt-canal et d'éviter un niveau de masque de poinçonnage/ajustement de
seuil.
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